





ZSC 546 - Peranti-Peranti Semikonduktor
Masa : [3jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua IjMA soalan. Kescmuanya wajib diiawab di dalam Bahasa Malaysia.
l. (a) Perihalkan fenomena pembawa-pembawa cas dalam suatu
semikonduktor pada keadaan keseimbangan tenna di bawah p€ngaruh.
(l) Sua0rmedanelektrik.(ii) Kccennankepekatanpcrnbawa.
(60/100)
O) Penhalkan p€ngaruh kesan medan tinggi keatas halaju hanyut clekhon
dan lohong dalam suatu ssmikonduktor (misalnya Si) pada suhu bilik.
(40/100)
(a) Te$itkan suanr persarnaan unt* jumlatr kelebaran lapisan kezusutarU W
scbagai fungsi keupayaan binadalam, V6i $ultu simpangan mcndadak
p-n.
(50/100)
O) Tunjukkar bahawa lapasitars kesusutan bagi suatu simpang;an pn
mcndadak satu sisi di bawatr voltan pincang sorysang boleh ditulis
sebagai





3. (a) Bagi satu transistor dwikutub n*p*n yang beroperasi di bawah keadaan
bias4 lakarkan:
(i) karvasan kesusutaru(ii) profil pendoparq dan(iii) gambarajahjalur-tenaga. (30/1oo) 
I(b) Dengan menggunakan fizik semikonduktor, sebutkan lima faktor
(dengan penjelasan) yang boleh mernpengaruhi ciri-ciri output bagi satu
transistor dwikutub.
(40/100)
(c) (i) Iakarkan ciri I-V bagi satu tiristor.
(ii) Jelaskan operasi tiristor dalam kawasan depan dan dalam
kawasan songsang.
(30/100)
4. (a) Tuliskan nota ringftas teirturg:






















Gambarajah di atas menunjuLrkan ciri I-v b€i satu MosFET.
Parameter-parameter peranti ini ialatr:
panjang saluran, L = 0.22 pm
kelebaran sahuan, z = 3 lm
ketebalan oksida d = 80 A
kedalaman simpang, r; = 0.09 pm
pendopan substra! N.^: 10rE cm'3
voltan ambang V1= 0.5 V
(i) Hitungkan konduktans saluran bagi
Yu-:2Vdan0.5V<VD<lV.
(ii) Hitungkantranskonduktansbagi
Vp:0.75 V dan 2V < Vo < 2.5 V.
(iii) mengapa arus Ip tidak berubatr secara (Vo - Vr)t.
(iv) fftrurgkan halaju p€lrepuan daripada tanskondukrms.
(401100)
(c) (t) bka*an ciri-ciri I-V bagi peranti JFET dan peranti MESFET.
(ii) Huraikan perbezaan-perbezaan antara ciri JFET dan ciri
MESFET.
(30/100)
5. (a) Tuliskan nota ringkas t€ntang:









Ganrbarajatr di atas menunjukkan sahr fotokondt*tor dengan saiz
L=6mrq W=2mmdanD= I mm. Fotokonduktorinidiletak di
bawatr sinaran cahaya s€raganL Penyerapan catraya menanrbahkan arus
2.83 mA. Voltan melintangi p€ranti ini ialah l0 V. Apabila sinaran
cahaya dipunrskafl, foto-ans dalam per'anti kkurang secara 23.6 A+{.
(Bia*an po = 3600 cmt-Vo-so dan pn = 1700 cmt-Vt-st.;
(i) Hitungkan kehrmpatan keseimbangan pasangan elektron-tohong
yurg dijanakan di bawah sinaran cahaya.
(ii) Masa hayat pcmbawa minoriti.
(iii) Ketrmrpatan lcbhan elektron dan lohong yang tinggal pada
kctika I ms selcpas sinaran catraya diptttuskan.
(40/1oo)
Irkarkan satu ganrbarajah yurg mcnunjukkan Kaedatr Czochralski yang
meirghasilkan jongkong hablur tunggal silikon.
(30/100)
- ooo0ooo -
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